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Module : conception des circuits intégrés analogiques

TP1 : Simulation des caractéristiques électriques des diodes et transistors bipolaire
1) (partie2): Etude de la caractéristigue de sortie du transistor bipolaire (BJT)

1- ouvrir une nouvelle fenétre et saisir le schéma suivant:

File Edit’ Hjerarchy View Simulate Jools Window Help [=1=]
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2- cliquer sur le composant désiré (bouton droit) et attribuer : les noms et les valeurs des
sources (source de courant IB et source de tension VCE ) et le model du transistor choisi:
2N2222 par exemple.

[ LTspice XVII - [Draft2]
4, File Edit Hierarchy View Simulste Tools Window Help [BEE]
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5000 model ZTX1048A NPN(IS=17
200 model 2N4124 NPN(ls=6.734
500 model 2N3391A NPN{ls=12.0
100 model 2N5089 NPN(ls=5.911 18
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3- dans le menu simulation; choisir édit simulation puis DC SWEEP et spécifier les
données suivante:

lere sources VCE

» type de balayage: linéaire

valeur de départ: 0
valeur d'arrét: 5

YV V V

incrément:10m

2eme sources IB

type de balayage: linéaire
valeur de départ: 0

valeur d'arrét: 1m

YV V V V

incrément:0.2m

A, File Edit Hierarchy View Simulate Tools Window Help [=I=]x]
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Compute the DC operating poirt of a circuit while stepping independsrt sources and
treating capacitances as open circuits and inductances s short circuits.

T Source |28 Source | 3rd Soucs]
Nams of Tst saurce to swesp
Type of sweep. linear =

Start value: 0

5

Increment 10m

Syntax: .dc [<oct.dec lin>] <Source 1> <Start> <Stop> [<Incr>] [<source2> ..]

.de VCED 5 10m
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4- cliquer sur le bouton RUN et visualiser la caractéristique 1C(Q1):

RUN — BOUTON DROIT SUR LE CHAMPS NOIR — ADD TRACES — IC(Q1):
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File Edit Hierarchy View Simulste Tools Window Help
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on obtient le réseau de caractéristiques suivant:
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5- commenter les courbe?
6- modifier le type de transistor et refaire le méme travail?

REF : Fabrice sincere, simulation avec LTspice, réseau de caractéristiques d’un transistor
NPN



